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MOYENS DE CONNEXION DESTINES A ETARl IR UNE LIAISON 



ELECTRlbUE ENTRE UNE CELLULE NOTAMMFNT A CRISTA!!* 



LIQUIDE! 



..ET UN CIRCUIT D'ALI MENTATION Q\j p E COMMAMnP 



La presbnte Invention conceme des moyens de connexion destines a etabllr 
une liaison ele ttique entre une cellule electro-optique telle qu'une cellule a cristaux 
liquides ou un< cellule photovoltafque electrochimique et un circuit electronique 
exterieur d'alln lentation ou de commando. L'lnvention concerne egalement un precede 
pour la fabrics ion de telles cellules. 

Une promiere categorle connue de cellules photovoltaTques convertit la lumiere 
en electricite eh exploitantl'effet photovoltaTque qui apparaft a la jonction de 
materiaux serrl-conducteurs. Le materiau semi-conducteur remplit en meme temps 
les fonctions d absorption de la lumiere et de separation des charges electriques 
resultantes jctrons et trous). Le materiau doit etre de grande purete, exempt de 
defaut faute d 3 quoi electrons et trous se recomblnent avant d'avolr pu etre sepanSs. 
Le prix de revi int de telles cellules est done passablement elev6. 

La presents invention vise un second type de cellules photovoltaYques dites 
dlectrochlmiqu 3s qui comprennent un materiau semi-conducteur qui est normalement 
insensible a la lumiere visible en ralson de la largeur de sa bande interdite, et qui ne 
commence a i bsorber que dans le proche ultraviolet Un tel materiau peut nSanmolns 
etre sensibilis* par I'adsorptlon d'un colorant tel qu'un complexe d'un metal de 
transition qui f Wmet un taux de conversion entre un photon incident et un electron 
approchant I'u lite. Apres avoir eteexcite par Pabsorption d'un photon, le colorant peut 
transferer un i lectron dans la bande de conduction du materiau semi-conducteur. Le 
champ electric ue regnant au sein du materiau semi-conducteur permet I'extractlon de 
cet electron. A 3 res transfer! de i'eiectron, le colorant retoume a I'etat fondamental 
oxyde. La reccjmblnaison entre I'eiectron dans la bande de conduction du materiau 
semi-conduclJur et le trou sur le colorant oxyde est beaucoup plus lente que la 
reduction du cblorant oxyde par un mediateur. De ce fait, ia separation de charge est 
efficace. 

I ules du genre decrit ci-dessus comprennent g6n6ralement un premier 
transparent et un second substrat arridre qui peut etre egalement 
transparent oJ non. Ces deux substrats comportent chacun sur leurs faces en regard 
une premiere llectrode encore appelee contre-§lectrode, et une seconde Slectrode 
habituellemenj connue sous le nom de photo-electrode. Ces electrodes sont 
destinees a §t e reliees a un circuit d'alimentation electrique et sont classiquement 
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rEalisees sous la forme d'une couch© mince d'un oxyde conducteur transparent tel 
qu'un melange d'oxyde d'indfum/Etafn ou d'oxyde d'Etaln/antimoine. 

Les dei ix substrats sont rEunis entre eux par un cadre de scellement qui 
s'Etend le long du pourtour de ceux-ci. Ce cadre de scellement definit un volume 
5 Etanche pour \ j confinement du materiau semi-conducteur dEposE en couche sur I'un 
des substrats It d'un Electrolyte contenant le mediateur susmentlonne. 

La prEsente invention vise Egalement les cellules d'affichage dltes electro- 
optlques, en p irticulier a cristaux liquides, qui, de manure analogue aux cellules 
photovoltaTque s Electrochimiques, comprennent : 
10 - au mc ins un premier substrat avant transparent dont la surface superieure 

constitue (a fia|e avant de la cellule; 

-v au m|ins un second substrat aniEre qui peut Etre Egalement transparent ou 
non, dont la silrface inferieure constitue la face arriEre de ladite cellule; 

les sifbstrats important chacun sur leurs faces en regard au moins une 



Electrode, ces 
Pafflchage qui 
sElectionnees 
rEflexlon d'un 



Electrodes etant destinies E etre reliEes a un circuit de commande de 
par application de tensions Eiectriques appropriees & des Electrodes 
est en mesure de modifier les caractEristiques de transmission ou de 
jnilieu optiquement actif; 
les si bstrats Etant reunis par un cadre de scellement deilmitant un volume 
Etanche pour 3 confinement du milieu optiquement actif, et 

- des rjoyens de connexion pour Etablir la liaison Electrique entre chaque 
Electrode et le circuit de commande de I'affichage. 

Un pro >IEme constant dans le domaine des cellules photoyoltaTques 
Electrochimiqi es du genre dEcrit ci-dessus est posE par les moyens de connexion qui 
sont utilises pi >ur Etablir la liaison Electrique entre les Electrodes de la cellule et un 
circuit Electriq le d'alimentation. On rencontre Egalement ce problEme avec les 
cellules d'affic lage Electro-optiques oD les Electrodes de la cellule doivent etre reliEes 
au dispositif g bnErateur de stgnaux eiectriques de commande qui viennent modifier 
les caracterist ques optiques de la matlEre sensible conflnEe entre les substrats de la 
cellule. 

En effat, ia technique la plus frEquemment employEe pour rEaliser les plages 
de connexion ^ui permettent de relier les Electrodes de telles cellules & un circuit 
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de connexion 
Electrodes fail 
devoir dEcalet 



'alimentation ou de commande, consiste a faire dEboucher ces plages 
e long d'au moins un bord de la cellule 0C1 le substrat qui porte les 
salllie par rapport & I'autre substrat Cette solution conduit done a 
les substrats de la cellule Tun par rapport a I'autre, ceci afin de pouvoir 



accEder aux electrodes et rEaliser les connexions Eiectriques. Or, un tel agencement 
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rend difficile la fabrication des cellules en serie, notamment lorsque celles-cj sont 
circulates, et |ecesslte des operations supplemental de rayage et de cassure du 
verre coGteusejs en temps. 

Pour reftnedier a ces problemes. une premiere solution a ete apportee par la 
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dans sa demande de brevet EP A1-0 936 496. Cette demande de 
n decrit une cenule photovoltatque electrochimique dans laquelle 
chacun des debx substrats de la cellule porte sur la majeure parte de sa surface une 
electrode trans parents. Des plots de contact, realises en une matlere electriquement 
~ > ""' a PP° rt ^ sur chaque electrode dans la zone de contact laterale ou 
' 13 tranche du substrat sur lequel elle a ete deposee. 
Grace lux caracteristlques de invention brievement decrite ci-dessus, il est 
possible tfaugjnenter la surface de la zone laterale de contact 6lectrique par laquelle 
chaque electnjde de la cellule est rellee au circuit electrlque d'alimentation ou de 
commande. L| liaison electrlque entre les electrodes et le circuit electrlque 
d'alimentation fou de commande est ainsi beaucoup plus fiable. 

Par coijtre, le depat du cadre de scellement s'effectue par serigraphie 
technique qui Wte, rappelons-le, a deposer un materiau a consistence pa'teuse a 
travers les ma lies non obturees d'un ecran. par exemple en nylon ou en acier 
.noxydable, a i nailles tres fines a 1'aide d'une raclette actlonnee a la main ou 
mecaniqueme rt. Or, deux inconvenients majeurs pesent sur les techniques de dep6t 
par serigra P hi| des cadres de scellement. Le premier de ces inconveniente reside 
dans le fait quftl est difficile de controler avec precision les dimensions finales de ces 
cadres. En efffet, lorsqu'on applique le substrat superieur sur le substrat Inferieur la 
matiere de scjllement s'ecrase et a tendance a s'etaler sous I'effet de la pression 
exercee, de s<Jrte que la largeur du cadre de scellement ne peut etre centrales 
qu'avec une precision qui est typiquement de I'ordre du dlxleme de millimetre Par 
ailleurs. la parj>i interleure des cadres de scellement deposes par serigraphie qui est 
en contact avjc le cristal liquide presente habituellement des trregularites de forme 
de sorts qu'il ffeut m6nager ces cadres a une distance suffisante des electrodes afin 
qu'iis n'empie&nt pas sur ces dernieres. Une telle situation peut etre acceptable si I'on 
dispose d'un dfepace suffisant entre les bords de la cellule d'ou emergent les 
connexions et]la zone active proprement dite de cette cellule. Par contra, des que I'on 
cherche a redfoire les dimensions de la zone morte reservee a la connectique afin 
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surface de la zone d'affichage de la cellule ou pour repondre a des 
icombrement, la precision offerte par les techniques de serigraphie 
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inconv6nient des techniques de depot par s6rigraphie reside dans le 
fait que la mlse i en qbuvtb de ces techniques engendre des oontraintes mecaniques 
non n6gligeab bs qui sont souvent prejudiciables aux structures avoisinantes d6ja 
d6pos6es au r moment oil intervient I'etape de sSrigraphie, Pour pr6server ces 
5 structures fragSles, il est preferable de les d6poser apr&s le d6p6t du cadre de 

sceliement Te est le cas dans la demande de brevet EP-A1-0 936 496 oil les plots 
de contact sor t d6pos6s sur les Electrodes correspondantes au moyen d r un 
dlstributeur du type seringue mleux connu sous sa denomination anglo-saxonne 
"dispenser". M ais une telle technique est peu precise et lirnite considerablement le 
10 nombre de pic s de contact qu'il est possible de rSaliser sur une mSme cellule, ce qui 
reserve Pempl' >i de cette technique a des cellules ayant une faible densite de 
connexions. 

On cor nalt 6galement par le brevet europ6en EP-B1-0 708 931 au nom de la 
soci6t6 sud-cc r6enne Samsung Electronics Co. Ltd. une cellule d'affichage a cristaux 
mince ainsi qu'un proc6d6 de fabrication d'une telle cellule. 
; a ce proc6d6, un cordon de matiere de sceliement est depos6 sur le 
pourtour tfun >remier substrat dont les dimensions sont plus grandes que celles de la 
cellule d'affich age a cristaux liquides recherch6e. Un second substrat de m£mes 
dimensions qi e le premier substrat est ensuite d§pos6 sur ledlt premier substrat de 
20 manure & cr6 >r une cavite d6Hmitee par les premier et second substrats et le cordon 
de mature de sceliement Aprfes quoi, la matiere de sceliement est soiidiftee de 
manfere & r6u lir les deux substrats, puis la cavit§ est remplie avec le cristal Hqulde via 
une ouverturelde remplissage qui est ensuite obturee. Finalement, Pensemble des 
deux substrat! est scie a travers le cordon de mati&re de sceliement pour le ramener 
25 aux dimensior s de la cellule tfafflchage voulue. 

Dans l< \ brevet Samsung, le cordon de mature de sceliement est deposfc a 
Talde d'une seringue. II faut done que les plots de contact soient sensiblement moins 
hauts que Tes )ace s^parant les deux substrats de la cellule car, si tel n'est pas le cas, 
on risque d'ofc server des sur6palsseurs aux endroits oCi la matfere de sceliement 
30 recouvre lesd! :s plots de contact, sur§paisseurs qui sont inacceptables dans la 
mesure oil ell< >s entraTnent des defauts de parallelisme entre les deux substrats et 
rendent la eel! jle non etanche. En outre, comme les plots de contact sont peu hauts, ii 
faut qu'ils soie nt larges afin d'offrir une surface de contact electrique suffisante, ce qui 
limite conslde ablement le nombre d'Slectrodes qu'H est possible de connecter et done 
35 la resolution cte I'afficheur ainsi obtenu. 

La presente invention a pour but de remedier aux inconvenients de Tart 
anterleur susr lentionnes ainsi qu'& d'autres encore en procurant une cellule electro- 
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optique, en pa ticulier une cellule d'affichage a cristaux liquides, ou une cellule 
photovoltaTque electrochimfque comprenant des moyens de connexion destines a 
Etablir une liais on electrique flable et peu encombrante entre les electrodes de la 
cellule et un ci cuit electrique d'alimentation ou de commande. 

La prEdbnte invention a Egalement pour objet un procede de fabrication d'une 
cellule du genife susmentlonne qui soit facile a mettre en ceuvre et qui limite surtout 
les risques deMEtEriorer des elements de la cellule deja deposes. 

A cet e Tet. la presente invention concerne une cellule electro-optique, en 
particulier une cellule d'affichage a cristaux liquides, ou une cellule photovoltaTque 
Etectroehimiqi b comprenant : 

- au mt ins un premier substrat avant transparent dont la surface superieure 
constitue la fa< » avant de la cellule; 

- au m< >ins un second substrat arrlere qui peut etre egalement transparent ou 
non et dont la surface InfErieure constitue la face arriEre de Iadlte cellule; 

- les si bstrats Etant reunis par un cadre de scellement qui definit un volume 
pour fe confinement d'une matlere sensible dont les proprietes physiques, notamment 
opBques. ou E ectrlques sont susceptibles de changer; 

" ,es Sl bstrats comportant chacun sur leurs feces en regard au moins une 
electrode, ces Electrodes Etant destinees a etre reliees a un circuit electrique 
d'alimentation ou de commande; 

- les el ictrodes de la cellule se prolongeant sensiblementjusqu'aux bords de 
constituer des moyens de connexion afin d'EtabBr la liaison electrique 
lule et le circuit d'alimentation ou de commande, 
llule etant caractErisEe en ce que le cadre de scellement comprend au 

molns une clofson structuree sur I'un des deux substrats et qui delimite par sa face 
laterale interri le volume pour le confinement de la matiere sensible, cette clolson 
s'etendant en tetrait par rapport aux bords de la cellule, de facon a degager les 



la cellule pour 
entre ladite ce 
cette 
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r6unis par un » 
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nnexion, et etant donctraversee par les Electrodes, les substrats etant 
pint de scellement qui occupe au molns en partie I'interstice d§limite par 
; ts et la face laterale exteme de la cloison, et en ce que les moyens de 
btrique comprennent des plots de contact realises en une mattere 
electriquemerl conductrlce apportee sur le prolongement de cheque electrode a 
I'endroit od cejle-ci Emerge de la cloison. 

Grace k ces caracteristlques, il est possible d'augmenter la surface de la zone 
laterale de cojtact electrique par laquelle chaque Electrode de la cellule est reliee au 
circuit Electriq je d'alimentation ou de commande. La liaison electrique entre les 

: a circuit d'alimentation ou de commande est ainsl beaucoup plus fiable. 
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de reduire son encombrement. Enfin, la mattere de scellement vient 
ts de contact, ce qui permet d'6viter tout risque de det6riorer ces plots, 
[on autre aspect, !a presente invention concerne 6galement un procedg 

'una cellule du type susmentlonnfi, ce procede 6tant caracteris6 en ce 
las stapes consistant & : 

rer sur chacun des substrats ies electrodes correspondantes; 
r sur chaque electrode, dans la region ou ces Electrodes affleurent Ies 
ule, un plot de contact r6alise en une matfere 6lectriquement 



6- 



□'autre part, le fait que le cadre de scellement solt forme de deux parties, & savoir une 
cloison qui deljrnite un volume pour le confinement de (a matiere sensible, et un 
cordon de mat 6re de scellement que Ton vient dSposer centre la face externe de la 
cloison et qui c omble Pinterstice laisse vacant entre Ies deux substrats du fait que 
5 ladite cloison < st structuree legferement en retrait par rapport aux bords de la cellule, 
permet de r6d lire sensiblement Ies dimensions de la zone rnorte r§serv6e a la 
connectlque d& la cellule et done d'optimiser la surface de la zone d'afflchage de 
iadlte cellule o 
enrober les pi 
10 Selon 
de fabrication 
qu'il compren 

- stru 
-d6p 

15 bords de la 
conductrice; 

- struct jrer sur Pun des substrats au moins une cloison qui delimite par sa face 
lateral e internet le volume pour le confinement de la mati&re sensible; 

- r6unli le second substrat avec le premier substrat; 

20 - introduire une matiere de scellement susceptible de s f 6couler dans ('interstice 

d6llmite par leldlts substrats et la face laterale externe de la cloison jusqu'a ce qu'au 
moins une par 3e de cet interstice solt occup6e par la matiere de scellement, et 

- solidi ler la matfere de scellement afin que celle-ci forme le cadre de 
scellement de la cellule ainsi obtenue. 

25 D'autre s caract6rlstiques et avantages de la presente Invention ressortiront 

plus clairemer t de la description detaill£e qui suit d'un exemple de realisation de la 
cellule conforr le a IMnventlon, cet exemple 6tant donn6 a titre purement lllustratif et 
non limitatlf se ulement, en liaison avec le dessin annexe sur lequel : 

- la figi re 1 est une vue de dessus d'une cellule sur laquelle est notamment 
30 represents le stnal de remplissage destln§ § recevolr une matfere de scellement 

fluide pour for ner le cadre de scellement de cette cellule et le trou d'amenee 
correspondan de la matfere de scellement; 

- la figi ire 2 est une vue en perspective de la cellule representee a la figure 1 , 
le substrat de /erre sup6rieur ayant 6t6 omis pour des raisons de clarte; 

35 - la flgt ire 3 est une vue en perspective avec arrachement partiel du substrat 

superieur mor trant le volume delimits par Ies deux substrats superposes et la face 
externe d'une ploison r6alls6e conform6ment au procSde selon ^invention, et 
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ire 4 est una vue en coupe de la cellule representee a la figure 3. 
La presjante invention precede de ridee generate Inventive qui consiste a 
realiser le cadifc de scellement d'une cellule, par exemple a cristaux liquldes, en deux 
parties, a savojr une doison qui peut etre reaHsee avec une grande precision a 
5 proximite des lords de la cellule et qui delimite par sa face laterale interne un volume 
pour le confinement d'une matiere sensible telle qu'un crista! llquide, et un joint de 
scellement qui est introduit dans I'interetice entre les deux substrats et qui confere au 
cadre de scelli merit resultant sa resistance mecanique et son pouvoir d'adhesion 
desdiis deux substrate. II est ainsi possible de reduire I'espace necessalre pour fafre 
deboucher les electrodes de la cellule, de sorte que I'on procure une cellule plus 
compacte ou c frfrant une surface active plus grande. En effet, comme II etait jusqu'S 
present difficiU i de deposer le cadre de scellement avec precision, il fallait disposer 
celui-ci sufflsalnment loin des bords de la cellule afin d'etre certain que les electrodes 
emergeraient lien dudit cadre de scellement, ce qui condulsait a une reduction 
sensible de la Surface active de ladtte cellule. En outre, comme la matiere de 
scellement vie enrober les plots conducteurs manages en bout des pistes 
conductrices. < in evite tout risque de deteriorer ces moyens de connexion. 

La pres ente invention va etre decrite en liaison avec une cellule d'afflchage a 
cristaux liquid< s. II va de soi que cet exemple est donne a titre purement illustratif 
20 seulement, et jue la presente invention s'applique de mantere analogue a tout type de 
cellule 6lectn> optlque ou photovoltaYque electrochimique. 

La figu e 1 est une vue en plan d'une cellule a cristaux Hquldes 2 en cours de 
fabrication, ce te cellule etant formee par un ensemble de deux substrats superposes 
4 et 6. par example des substrats de verre, dont le substrat avant 4 est transparent, 
25 tandis que le jubstrat arrlere 6 peut egalement etre transparent ou non. 

On vorlsur la figure 1 que la cellule 2 d6finit une cavrte 8 destlnee a renfermer 
les cristaux liqjjides. cette cavlte 8 etant delimitee par les substrats 4 et 6 et par des 
cloisons etanqjies 10 et 12 destinees a recevoir une matiere de scellement qui fixe 
lesdits substre te 4 et 6 1'un a I'autre comme cela sera decrit plus en detail ci-dessous. 
30 Les substrats avant 4 et amere 6 portent egalement une multiplicity d'electrodes 1 4 et 
de contre-elec trades 16 respectivement. Comme on peut le voir sur la figure 1 . ces 
electrodes 14 at ces contre-electrodes 16 sont senslblement rectilignes et s'etendent 
perpendlculair ?ment les unes par rapport aux autres. Ces Electrodes 14 et 16, 
representees le fa 5 on exagerement mince afin de rendre le dessin plus 
35 comprehensib e. sont destinees a §tre reliees a un circuit electronique de commande 
(non represen :e) qui, par application de tensions electriques approprlees a des 
electrodes s6lkctionnees, est en mesure de modifier les caracteristiques de 
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transmission < u de reflexion de la lumiEre du compose formE par le cristal liqulde au 
point de crois< iment des Electrodes considErEes. Bien entendu, la forme et le nombre 
des Electrode ; representees au dessin sont donnEs & titre purement illustratif, de 
nombreux aut es arrangements de ces Electrodes pouvant, bien sQr, etre envisages. 
5 Les eh ctrodes 14 et 16 de la cellule 2 se prolongent jusqu'au voisinage des 

bords des sut strats 4 et 6 sur lesquels elles sont deposees pour constituer des 
moyens de cc inexion 18 afin d'etablir la liaison Electrique entre lad'rte cellule 2 et le 
circuit de commande. Par centre, fa cloison 12 s'Etend en retrait par rapport aux bords 
de la cellule, <|e fapon a dEgager les moyens de connexion 18, et est done traversEe 

1 0 par les Electrodes 14 et 1 6. 

Les mlyens de connexion 18 sont constituEs par des plots de contact 20 
(mieux visible! sur les figures 2 et 3) realises en une matidre Electriquement 
conductrlce aiportEe sur le prolongement de chacune des Electrodes 14 et 16 a 
Pendroit oCi cehes-ci Emergent de la cloison 12. Grace E ces plots de contact 20, II est 

15 possible d'aut menter la surface de la zone laterale de contact Electrique par laquelle 
chaque Electr >de 14 ou 16 est reliEe au circuit Electronlque de commande. La liaison 
electrique ent e les Electrodes 14 et 16 et le circuit de commande est ainsi beaucoup 
plus fiable. 

Confoi mEment E une caracteristique de Pinvention, les plots de contact 20 sont 

20 moins hauts c ue Pespace sEparant les deux substrats 4 et 6 et qui est determine par 
la hauteur du padre de scellement qui lie ces deux substrats ensemble. 

Dans llexemple represents & la figure 1 , on voit que la cloison Etanche 10 suit 
un contour exlerieur entre les deux substrats de verre superposEs 4 et 6, tandis que la 
cloison 12 suit le contour interleur de la cellule £ cristaux Hqutdes 2, de sorte que la 

25 cloison extErh jure 10 entoure la cloison interleure 12. Ainsi, ces clolsons 10 et 12 qui 
se prEsentent sous la forme de parois sensiblement verticales s'Etendant 
parallelement et E distance Tune de Pautre sont en contact direct pour Tune 10, avec 
Patmosphere *xtErleure f et pour Pautre 12 avecle cristal liquide. Elles forment 
avantageuser lent un canal de remplissage 22 qui peut Etre vu sur la figure 1 et mieux 

30 encore sur la Igure 2, ce canal 22 Etant destine & Etre rempH avec une matlEre de 
scellement pc ur former le cadre de scellement de la cellule 2. A cet effet, au moins un 
trou 24 pour I amenee de la matiEre de scellement est pratlquE dans le substrat avant 
4 et communi iue avec le canal de remplissage 22, tandis qu'un trou 26 pour le 
remplissage c e la cavite 8 avec du cristal liquide est egalement perce dans (edit 

35 substrat avan : 4. Le canal de remplissage 22 pouvant etre d'une grande longueur en 
fonctlon de la geometrie de la cellule 2, il pourra Etre separE en deux ou plusieurs 
canaux IsolEs les uns des autres par des elEments de cloison et remplis chacun via un 
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trou de remplis sage 24 correspondant Bien entendu, selon une variants, on pourrait 
egalement pra iquer au moins un trou de remplissage dans la cloison exterieure 10. 

On con prendre, bien entendu. que la paroi 10 peut etre omise. seule la paroi 
12 qui est en c antact pas sa face laterale Interne avec le cristal liquids etant 
conservee. Da is ce cas. apres structuration de ladlte paroi 12 et positionnement du 
substrat super eur 4 sur le substrat inferieur 6. on introduira la matiere de scellement 
dans I'intersticls 28 defini par la face laterale externe de la cloison 12 et les deux 
substrats supejposes 4 et 6 jusqu'a ce qu'au moins une parte du volume de cet 
Interstice 28 s( it occupee par ladite matiere de scellement comme represents a la 
figure 3. 

Cette 6 Oration peut etre realisee au moyen d'un distributee de matiere de 
scellement ml« ux connu sous sa denomination anglo-saxonne "dispenser". Le 
distributee se| a d6place le long d'au moins une parte du pourtour des deux substrats 
4 et 6, de faco l a former un cordon de matters de scellement 30 qui, s'appuyant 
contre la face aterale exteme de la cloison 12 et reunissant lesdits deux substnats 4 
et 6, constltuei a le cadre de scellement. II n'est pas n6cessaire qua Is cordon de 
matiere de see llement 30 s'etende Jusqu'aux bords de la cellule. II suffrt seulement 
qu'il soit suffisAmment large pour jouer le r6Ie d'un cadre de scellement, e'est-a-dire 
isoler la matiei§3 sensible de I'environnement exterieur. emp§cher de meme celle-ci de 



fuirvers l'extei 
Pour d 
tremper I'un d 
superposes d 



eur de la cellule et malntenir ensemble les deux substrats 4 et 6. 
poser le cordon de matiere de scellement 26, on pent egalement 
js bords de la cellule 2 dellmitee par les deux substrats 4 et 6 
is un r6ciplent contenant une certaine quantite de cette matiere de 
scellement. Pjr capillarite. la matiere de scellement va venir progressivement combler 
le volume vacant 28 situ© a I'exterieur du perlmetre de la cloison 12. Une autre 
posslbilite enoire consists a Injecter la matiere de scellement entre les deux substrats 
4 et 6 via un trj>u de remplissage perce dans I'un desdlts substrats 4 ou 6 a I'exterieur 
du perimetre d a la cloison 12. 

Confon n6ment a I'invention, apres avoir depose sur la face interne de I'un des 
deux substrats 4 ou 6 routes les structures necessalres au bon fonctfonnement de la 
cellule 2 a ven r telles que. par exemple, les electrodes ou bien encore les plots de 
contact (ces e' apes de fabrication seront decrites en detail ulterieurement), on 
recouvre ce si bstrat d'une couche de materiau photoresist Cette couche de 
photoresist esjensuite structure par des techniques de photogravure classlques 
pour lui donne| la forme du canal de remplissage 22 susmentionne delimite par les 
cloisons 10 et|l2. Une fois obtenu le canal de remplissage 22, le substrat restant, 
egalement cor venablement apprete, est reuni avec le premier substrat. Bien entendu, 
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rordre de ces operations est donne a titre purement iflustrafrf seulement, et pourrait 
6tre modlfle- 

Selon t rte variante du proc6d6, la couche de photoresist est structure de 
fagon a former non seulement !e canal de remplissage, mais £galement des 
5 espaceurs (no i repr6sent6s au dessin pour des raisons de clarte) destines a 
maintenir un e ipacement constant entre !es deux substrats 4 et 6. Grace & ia 
pr6sente inven fton, il est done possible de structurer en une seule 6tape de fabrication 
les structures ( Pespacement et (e canal de remplissage. Outre les gains en temps et 
en argent qu'u 1 tel proced6 permet de r6aliser, un autre avantage de cette variante de 
10 mise en oeuvra du proced6 selon i'inventlon reside dans le fait que, comme les 

espaceurs et h \ cadre de scellement sont r§ails6s de maniere concomitante, lesdits 
espaceurs ne i isquent plus d'dtre endommages lors d'une 6tape ulterieure de 
fabrication du :adre de scellement comme tel 6tait le cas dans fart anterieur. Enfin, le 
canal de remp issage et les espaceurs sont r6a!is6s au moyen du meme materiau, ce 
15 qui simpliffe er core davantage le present precede. 

Les tec iniques de photolithographie utilises dans le cadre de la present© 
invention sont ie type conventionnel et bien connues de Phomme du m6tier. Elles 
consistent, pour I'essentiel, a sensibiliser la couche de photoresist au moyen d'une 
lumiere passai it par les zones transparentes d'un Scran reproduisant les formes des 
20 zones a sensit iiiser. Quant au materiau photor6s!st, il s'agit egalement, de maniere 
tr6s classique, d'une resine photosensible que Phomme du metier pourra selectionner 
sans peine, et rfont le but habituel est de proteger la surface de la couche a graver de 
Paction d'un re actif chimique aux endroits 0C1 cette resine subsiste apr&s 
sensibillsation aar le rayonnement optique et elimination chimique des zones 
25 recouvrant les endroits a graver. On peut citer comme materiaux bien adaptes pour 
realiser les clo sons 10 et 12 le cyclotene photosensible de chez Dow Chemical et le 
produit comnru rcialls6 sous la reference SU8 par MicroChem Corp. 

Commo cela a 6te decrit ci-dessus, apr6s structuration des cloisons etanches 
10 et 12 ddllm tant le canal de remplissage 22 et, le cas echiant, des espaceurs, les 
30 deux substrata 4 et 6 sont r6unis. On peut alors proc6der au remplissage dudit canal 
re, on commence & faire le vide dans I'enceinte de travail dans laquelle 
cellule 2. Une fois le vide Stabli, on d6pose une goutte de mati&re de 
dessus du trou 24 qui communique avec le canal de remplissage 22. 
la matfere de scellement commence & s'ecouier dans le canal 22. Puis 
35 on retablit la ptession atmospherique dans I'enceinte de travail. Sous I'effet de la 

difference de jiression entre le canal de remplissage dans lequel regne un vide assez 



deux substrats 
22. Pour ce fa 
est reallsee la 
scellement au- 
Par capillarite, 
on retablit la p 
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pousse et la prkssion atmospherique, la matiere de scellement est chasseejusqu'au 
fond du canal c e remplissage. 

Typiqut ment, la matiere utilises pour sceller la cellule 2 est une resine 
photosenslble foul est introduite a Petat liquids dans le canal de remplissage 22 et qui 
est ensuite pol fmerisee par sensibilisation a I'aide d'une lumlere ultravlolette a tnavers 
le substrat sup Srieur 4. La matiere de scellement dolt assurer une fermeture 
hermetique del bonds de la cellule 2 afin de confiner efficacement le cristal liquide et 
le proteger de^| phenomtnes de diffusion de gaz de I'atmosphere ambiante. La 
matiere de s 
de maintenir 
scellement pel 
d'une tlevatlor 
utiliser comm 



lement doit egalement presenter un pouvoir adhesif afin de permettre 
deux substrats 4 et 6 ensemble. A titre de variante, la matiere de 
t egalement etre constitute par une resine qui polymerisera sous I'effet 
de la temperature dans Tenceinte de travail. On peut egalement 
mature de scellement une colle blcomposant dont les composants 
durclssent avej) le temps ou sous I'effet d'une augmentation de temperature lorsqulls 
sont mis en pr< 
pour reallser le 



>sence I'un de I'autre. On peut clter comma materfaux bien adaptes 
cadre de scellement selon I'invention les produits Loctite 3492 et 
Norland Optics I Adhesives 61. Une autre famille de colles bien adaptee aux besoins 
de la prtsente invention est constitute par les colles cyanoacrylates. Enfin. les 
resines thermcjplastlques peuvent egalement etre utilisees dans le cadre de 
('invention. 

Une foi| la matiere de scellement introduite dans le canal de remplissage 22 
puis solidlfiee, on peut Introduire le cristal liquide dans la cellule 2 via le trou de 
remplissage 2( i. Avantageusement I'introduction de la matiere de scellement sa 
solidification, p Jis I'etape d'introduction du cristal liquide peuvent etre effectuees a la 
suite les unes les autres ou simultantment dans la meme machine. Finalement. le 
trou de remplis sage 26 des cristaux liquides est obture ainsi que I'espace 32 situe a 
proximite imm« dlate du trou de remplissage 26, afin de rtallser une continultt de 
scellement avc c les parties de la cloison 12 les plus proches de maniere que le 
scellement soli parfaitement realise sur tout le pourtour de la cellule 2. Enfin, des 
couches suppl jmentalres telles que des polariseurs peuvent encore etre deposees 
sur les substra s 4 et 6. 

Les tie erodes 14 et 16 sont habituellement realisees par photogravure sous la 
forme de couc les minces d'un oxyde transparent conducteur tel qu'un mtlange 
d'oxyde d'indiu Wetain mieux connu sous sa denomination anglo-saxonne "Indium Tin 
Oxyde" ou "IT( )". Apres I'etape de structuration des electrodes 14. 16 intervient I'etape 
de realisation c es plots de contact 20. Bien entendu. selon une variante, il serait 
egalement possible de deposertout d'abord une couche de materiau conducteur, puis 
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de r6aliser les Dlots de contact d la surface de cette couche, et enfln de structurer la 
couche condu< trice afin de former les electrodes. 

Les plote de contact 20 sont preferentiellement mais non llmitativement 
r6alis6s par crllssance galvanique au moyen d'un materiau conducteur tel que de Tor. 
5 A cet effet, on Bepose par Evaporation une oouche d'or sur toute !a surface des deux 
substrats 4 et < i. Prealablement au d6pdt de la couche d'or, on pourra 6vaporer sur la 
surface des su ?strats 4 et 6, par exemple une couche de chrome, qui permet un 
meilleur accrodhage de ladite couche d'or & la surface desdits substrats 4 et 6. La 
couche d'or esc couramment appelee couche de crolssance ou "seed layer" 1 en 
10 termlnologie arlglo-saxonne du procede de crolssance galvanique. 

Apr&s evaporation de la couche d'or, on precede au depSt d'une couche d'un 
agent photor6s 1st dans Iaquelle sont pratiqu6es des ouvertures aux endrolts oCi Ton 
d6sire que se i >roduise le phenomena de croissance galvanique, autrement dit en 
bout des eiecti ades 14 et 16. La couche de crolssance va §tre contactee 
15 electriquemenl pour constituer la cathode, puis les substrats 4, 6 vont etre immerg6s 
dans un bain d b croissance galvanique en regard d'une piece de platine qui joue le 
role d'anode. L 5 bain est une base de cyanure double d'or et de potassium 
commercialism * sous le nom commercial AURALL 292 par la society Lea RonaL Sous 
Teffet de I'appl cation d'une tension electrique, le couple electrochimique present en 
20 solution dans I > bain de crolssance galvanique va se dissocier et Tor va venir se 
d6poser sur le \ endroits des substrats 4 et 6 non proteges par la couche de 
photoresist En fonction de la valeur de la tension eiectrlque et du temps durant lequel 
cette tension est appliqu6e, on peut contrfiler la Vitesse de croissance des plots de 
contact 20. Lolpque ces plots de contact 20 ont attelnt les dimensions requises, on 
25 coupe la tensicjn 6lectrique. 11 ne reste plus alors qu'a tremper les substrats 4 et 6 
dans des bains d'attaque chimique pour eliminer successfvement les couches de 
photoresist, d'or et de chrome. Lors de ^elimination de la couche d'or, les plots de 
contact 20 serlnt 6galement iegerement attaqu6s et leur hauteur diminuera d'une 
valeur volsine |e celle de I'epaisseur de la couche d'or initlalement deposee sur les 
30 substrats 4 et 8. II est & noter que ces diff6rentes attaques chimiques sont sans effet 
sur les eiectroc es 14, 16 realisees en ITO. 

Selon ifie variante. les plots de contact 20 peuvent fitre realises a Paide d'une 
pot selectif par impression telle que la serigraphie au moyen d'une 
/e comme de l'6poxy chargee de particules conductrices. 
35 Apres s tructuration des plots de contact 20, on depose sur les electrodes 

14, 16 des cou shes d'alignement des molecules de cristal liquide. Ces couches 
d'alignement p suvent §tre d6pos6es par exemple par flexographie. 



technique de d 
matiere adhesi 
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Apres t epot des couches d'alignement, les trous 24 et 26 pour ^introduction de 
la matiere de s cellement et du cristal liquide sont perces dans Tun des substrats, ici le 
substrat avant 4. 

On proi :ede ensuite a la structuration de la ou des cloisons 10 et 12 selon le 
mode operatolje d6crit en detail cl-avant. En meme temps que les cloisons 10 et 12. 



on peut, le cas 
. exemple sous 
Les clo 
substrat avant 
remplissage 



echeant, realiser simultan6ment les structures d'espacement, par 
torme de banes rectilignes ou de plots. 

sons 10 et/ou 12 etant structures, on peut maintenant appliquer le 

sur le substrat arriere 6 et commencer a remplir le canal de 
:. Si seule la cioison interieure 12 a ete realisee, on peut remplir 



nnterstice 28 defini par la face laterale exteme de cette cioison 12 et les deux 
substrats superposes 4 et 6, par exemple en trempant Tun des bords de la cellule 2 
dans un recipb »nt contenant de la matiere de scellement liquide. Par capillarite, la 
matiere de stx llement va venir progressivement combler I'interstice 28 et enrober les 
plots de conta 5t 20 sans risque aucun de les deteriorer. Si. par contre, on a structure 
a la fote la cloi ;on interieure 12 et la cioison exterieure 10 de facon a former ainsi le 
canal de remp issage 22 susmentionne. on introduira la matfere de scellement dans 
ce canal 22 vfal le trou de remplissage 24 menage a cet effet dans le substrat avant 4. 

Une foi s la matiere de scellement solldiflSe et les deux substrats 4 et 6 reunis 
de facon perm anente. on peut remplir la cavite 8 avec le cristal liquide via le trou de 
remplissage 2 > perce dans le substrat superieur 4 puis, lorsque le remplissage est 
termfne. on soke ledit trou de remplissage 26 au moyen d'un bouchon de colle, 
toutes ces operations pouvant etre effectuees simultan6ment dans une m§me ' 
machine. jj 

A ce stbde du proced6 de fabrication, on procede a la decoupe de la cellule 2, 
par exemple p ar sciage ou decoupage au jet d'eau, operation qui peut §tre suivie par 
une etape de i neulage pour ramener les dimensions de la cellule 2 a ses cotes 

ilt de scie est represents en pointille sur la figure 1 . On remarquera 
mple represents au dessin, il passe S travers les plots de contact 20 de 
la cellule presente un contour regulier avec des plages de contact 
lisees par lesdits plots 20 piesentant une grande surface active. On 
aorer sur la tranche de la cellule 2 a travers les ouvertures d'un masque 



definitives. Le 
que, dans I'ex< 
facon a ce qu 
lateral materia 
peut ators eva 



des pistes cor ductrices 34 qui serviront a relier les plots de contact 20, autrement dit 



les Electrodes 
(non reprSsen 



14 et 16. aux bomes d'entree d'un circuit electronique de commande 
:e) par exemple au moyen de fils conducteurs (egalement non 
representes) dui permettront de prendre aisement le contact sur la tranche de ladlte 
cellule 2. 
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soi que I'invention n'est pas Iimit6e aux modes de realisation qui 
viennent d'itre decrits, et que diverses modifications et variantes simples peuvent §tre 
envlsagees sa is sortir du cadre de la presente invention. En particulier, I'invention 
s'applique de r lanfere fdentique a une cellule comprenant plus de deux substrats, par 
exemple quatr >, les substrats etant rSunis deux & deux par un cadre de scellement 
conforme & I'lnS/ention et constitu6 d'au moins une parol qui deiimite le volume pour le 
confinement d& la matiere sensible ou du flufde ainsi que d'un cordon de mati&re de 



scellement qui 



matiere condu :trice 6tant apportes sur le prolongement de chaque electrode a 



10 Tendroit oD eel 



s'applique de r laniere analogue k un precede de fabrication en serie de cellules. 



Enfin, il serait 



out a fait possible d'envisager que les plots de contact se trouvent 



situ6s k I'exterbur du perim&tre delimits par le cordon de scellement. 



comble I'interstice entire les deux substrats consid§res, des plots de 



e-ci 6merge de ladite cloison. De mSme, la presente invention 
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1 . C Bllule §lectro-optique, en particulier cellule d'afflchage & crlstaux 



cellule photovoltaTque electrochimique comprenant : 
ins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface 
superieure constitue la face avant de la cellule (2), 

- au m<|ins un second substrat arrfere (6) qui peut egalement etre transparent 
ou non et don1 la surface inferieure constitue la face arrfere de ladite cellule (2); 

- las si bstrats (4, 6) §tant rSunis par un cadre de scellement qui delimite un 
volume (8) poi ir le confinement d'une matidre sensible dont les proprietes physiques, 
notamment op Sques, ou eSlectrtques sont susceptibles de changer; 

- les si bstrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une 
electrode (14, 16). ces electrodes (14, 16) etant destinees & fitre reliees a un circuit 
6lectrique d'aljmentation ou de commande, et 

- les 6lfectrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement 
jusqu'aux boras de la cellule pour constituer des moyens de connexion (18) 
permettant d^lablir la liaison 6lectrique entre ladite cellule (2) et le circuit 
dTaiimentation ou de commande, 

cette c Mlule (2) etant caracterisee en ce que le cadre de scellement comprend 
au moins une doison (12) structuree sur I'un des deux substrats (4, 6) et qui delimite 
par sa face lalprale interne le volume (8) pour le confinement de la matidre sensible, 
cette cloison ( 12) s'etendant en retrait par rapport aux bords de la cellule, de fagon & 
degager les a mtacts de connexion (18), et etant done travers6e par les electrodes 
(14, 16), les si ibstrats (4, 6) 6tant r6unis par un Joint de scellement (30) qui occupe au 
moins en part U Hnterstice (28) delimite par lesdits deux substrats (4, 6) et !a face 
latSrale externa de la cloison (12), et en ce que les moyens de connexion 6lectrique 
(18) comprenrlent des plots de contact (20) realises en une matidre electriquement 
conductrice ajportee sur le prolongement de chaque 6lectrode (14, 16) a I'endrolt od 
celle-ci 6mergp de la cloison (12), de fagon a augmenter la surface de fa zone laterale 
de contact 6Iebtrique par laquelle chaque electrode (4, 6) de la cellule (2) est reltee au 
circuit 6lectrlque d'alimentation ou de commande, 

2. (pilule selon la revendlcatlon 1 , caracteris6e en ce qu'elle est coup§e de 
telle sorte qu r |lle pr6sente une tranche sensiblement plane avec des plages de 
contact lateral presentant une grande surface active. 

3. Gellule electro-optlque, en particulier cellule d'affichage a cristaux 
liquides (2), oi i cellule photovoltaTque electrochimique comprenant : 
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(20) apportes 
cloisons (10, ' 



- au m< >ins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface 
sup6rieure co istitue la face avant de la cellule (2), 

- au m )ins un second substrat anrtere (6) qui peut egalement etre transparent 
ou non et don! la surface inferieure constitue la face arriere de ladite cellule (2); 

- les si bstrats (4, 6) etant r6unis par un cadre de scellernent qui dSlimite un 
volume (8) po ir le confinement d'une mature sensible dont les proprietes physiques, 
notamment of tiques, ou electriques sont susceptibles de changer; 

- les si| bstrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une 
16), ces Electrodes (14, 16) etant destinies & §tre relives & un circuit 
mentation ou de commande, et 

- les etectrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement 
jusqu'aux bor< s de la cellule pour constituer des moyens de connexion (18) 
permettant d'4tablir la liaison electrique entre ladite cellule (2) et le circuit 
d'alimentation ou de commande, 

cette c 3llule 6tant caract6ris6e en ce que le cadre de scellernent comprend un 
canal de remplissage (22) delimits par deux cloisons (10, 12) qui s'etendent a 
distance I'une de l'autre sur le substrat (6) sur lequel ces parois sont formSes, ce 
canal de remp lissage (22) §tant destine a etre rempli avec une mattere de scellernent, 
et en ce que t< >s moyens de connexion 6lectrique comprennent des plots de contact 
sur le prolongement de chaque felectrode (14, 16) entre lesdites deux 
2), la cellule (2) 6tant couple de telle sorte qu'elle presente une 
tranche sensit lement plane avec des plages de contact Iat6ral pr6sentant une grande 
surface active 

4. C lellule selon la revendication 3, caracterisee en ce qu'au moins un trou 
(24) communi juant avec le canal de remplissage (22) et permettant I'amenee de la 
mature de so Element est pratique dans Tun des substrats (4, 6) ou dans la cloison 
(10). 

4ellule selon I'une quelconque des revendications 1 & 4, caract6risee en 

:s de contact sont enrobes dans la mati&re de scellernent. 
(fellule selon Tune quelconque des revendications 1 a 5, caracterisee en 
:s de contact (20) sont moins hauts que I'espace separant les deux 



ce que les plo 
6 

ce que les plo 
substrats (4, q) 
7. 

ce que les plo 



35 deux substrat* (4, 6) 



( lellule selon I'une quelconque des revendications 1 a 5, caracterisS en 
3 de contact (20) ont une hauteur egale & cede de I'espace separant les 
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8. RrocEdE de fabrication d'une cellule Electro-optique, en particulier une 
cellule & cristaux liquides (2), ou une cellule photovoltaTque 6lectrochimique 
comprenant : 

- au m )ins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface 
supErieure coi >stftue la face avant de la cellule (2); 

- au m )ins un second substrat arrlEre (6) qui peut Etre egalement transparent 
ou non et don la surface inferieure constitue la face arriEre de ladite cellule (2); 

- les si ibstrats (4 f 6) Etant rEunis par un cadre de scellement qui dellmite un 
volume (8) po jr le confinement d'une matiEre sensible dont les proprletes physiques, 
notamment of tlques, ou electriques sont susceptibles de changer, 

- les si ibstrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au motns une 
Electrode (14, 16), ces electrodes (14, 16) Etant destinees a Etre rellEes a un circuit 
efectrique d'al mentation ou de command©, et 

- les El tetrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement 
jusqu'aux bor|s de la cellule pour constituer des moyens de connexion (18) 
permettant dV 
d'alimentation 



tablir la liaison Electrique entre ladite cellule (2) et le circuit 
ou de commande, 

ce proi ;EdE Etant caracterisE en ce qu'll comprend les Stapes consistent £ : 

- struc urer sur chacun des substrats (4, 6) les Electrodes (14, 16) 
correspondan :es; 

- dEpo ser sur chaque Electrode (14, 16), dans la rEgion oCi ces Electrodes 
affleureront le 3 bords de la cellule, un plot de contact (20) rEalisE en une matiEre 
electriquemer t conductrice; 

~ struc urer sur I'un des substrats (4, 6) au molns une cloison (12) qui dElimite 
par sa face la erale Interne le volume (8) pour le confinement de la matiEre sensible, 
cette cloison ( 12) s'Etendant en retrait par rapport aux bords de la cellule, de fagon a 
degager les c >ntacts de connexion (18), et Etant done traversEe par les Electrodes 
(14, 16); 

- rEuni ■ le second substrat (4) avec le premier substrat (6); 

- introc lulre une matlEre de scellement susceptible de s'ecouler dans Pinterstice 
(28) dElimltE [ >ar lesdits substrats (4, 6) et la face laterale externe de la cloison (12) 
jusqu'a ce qu' au molns une parte de cet interstice soit occupEe par la matiEre de 
scellement, e| 

* solid per la matiEre de scellement afin que cel!e-ci forme le cadre de 
scellement da la cellule (2) ainsi obtenue. 

9- if rocedE selon la revendication 8, caractErlsE en ce qu f il comprend en 
outre PEtape fonsistant E couper la cellule (2) de telle sorte qu'elle prEsente une 
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tranche sensittlement plane avec des plages de contact lateral presentant une grande 
surface active 

10. Frocede de fabrication d'une cellule §lectro-optique, en particulier une 
cellule a crista|ix liquldes (2), ou une cellule photovoitaTque electrochimique 
comprenant : 

- au mcfiins un premier substrat avant (4) transparent dont la surface 
superieure cor stltue la face avant de la cellule (2); 

- au m< Ins un second substrat arriSre (6) qui peut etre 6galement transparent 
ou non et dont la surface Inferieure constitue la face arriere de ladite cellule (2); 

- les sipstrats (4, 6) etant reunis par un cadre de scellement qui delimite un 
volume (8) poi ir le confinement d'une matiere sensible dont les proprietes physiques, 
notamment op iques, ou electriques sont susceptibles de changer; 

- les sipstrats (4, 6) comportant sur leurs faces en regard au moins une 



electrode {14, 
glectrlque d'ali 



16), ces electrodes (14, 16) etant destinies & §tre reltees 3 un circuit 
I mentation ou de commande, et 

- les &t tetrodes (14, 16) de la cellule (2) se prolongeant sensiblement 
jusqu f aux bordp de la cellule pour constltuer des moyens de connexion (18) 
permettant d'elablir la liaison 6lectrique entre ladite cellule (2) et le circuit 
d'alimentation ;>u de commande, 

ce proc Sd6 6tant caracterise en ce qu'il comprend les Stapes consistant d : 

- struct jrer sur chacun des substrats (4, 6) les Electrodes (14, 16) 
correspondant *s; 

- d§pos er sur chaque electrode (14, 16), dans la region oti ces electrodes 
affleureront les bords de la cellule, un plot de contact (20) r6alis6 en une matiere 
§lectriquemen conductrice; 

- struct jrer sur Tun des substrats (4, 6) au moins un canal de remplissage (22) 
d§limite par de ux cloisons (10, 12) qui s'etendent a distance Tune de I'autre et entre 
lesquelles son! disposes les plots de contact (20); 

- reunir le second substrat (6) avec le premier substrat (4); 
• introd jlre une mature de scellement susceptible de s'Ecouler dans le canal 

de remplissag| (22) Jusqu'a ce que tout le volume dudit canal de remplissage (22) soit 
occup§; 

- solidifjjer la matiere de scellement afin que celie-cl forme fe cadre de 
scellement, et 

- coupe r la cellule (2) afin que celle-ci pr6sente une tranche sensiblement 
plane avec des plages de contact lateral presentant une grande surface active. 
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11. F 



en ce que Pon fait penetrer la malfere de scellement dans Pintenstice (28) ou dans le 



canal de ramp 
12. I 

revendication 
- faire 



-19 



recede selon Tune quelconque des revendicatlons 8 310, caracterise 



issage (22) par capillarity. 

recede selon la revendication 1 1 en ce quelle depend de la 
10, caracterise en ce qu'il comprend les etapes consistant a : 
vide dans le canal de remplissage (22); 
faire |>en6trer la matiere de scellement dans ledit canal de remplissage (22), 

et 

r&tab ir la pression a I'exterieur de la cellule (2) de sorte que, sous I'effet de la 
difference de session entre le canal de remplissage (22) dans lequel rdgne le vide et 
la pression enf/ironnante, la matter© de scellement est chassSe jusqu'au fond du canal 
de remplissac 



13. 

en ce que I'oi 



14. 

photoresist es 



roced6 selon Tune quelconque des revendications 8 a 12, caracterise 



depose sur Pun des substrats (6) une couche d'un materiau photoresist 
que Ton va en suite structurer par des techniques de photogravure pour lui donner la 
forme d'une o j de plusieurs cloisons (10, 12). 

F roc§d§ selon ta revendication 13, caracterise en ce que la couche de 
: structure de fagon a former, non seulement la ou les cloisons 
(1 0, 12), mais egalement des structures d'espacement destin6es & maintenir un 
ecartement cc nstant entre les deux substrats (4, 6) de la cellule (2). 

15. I Toc6de selon I'une quelconque des revendications 8 & 14, caracterise 
en ce que la r lat&re de scellement est choisie dans le groupe forme par les resines 
pouvant etre f olymerisees par sensibilisation a Taide d'une lumiere ou par chauffage 
en eievant la 1 emperature du milieu ambiant, par les resines thermoplastlques, par les 
i xylates et par les codes bicomposants dont les composants durcissent 
ou sous Teffet d'une augmentation de temperature lorsqu'Hs sont mis 
I un de I'autre. 

I 'recede selon Tune quelconque des revendications 8 & 14, caracterise 
plots de contact (20) sont formes par croissance galvanlque. 
Precede selon la revendication 16, caracterise en ce que les plots de 



colles cyanoa 
avec le temps 
en presence 
16 

en ce que les 
17. 



18, 

en ce que les 
19. 

resine charge 
20. 



contact (20) s ant realises en or. 



f roc6d6 selon Tune quelconque des revendications 8 a 15, caracterise 
plots de contact sont realises par impression selective. 
Precede selon la revendication 18, caracterise en ce qu Ton emploie une 
3 de particules conductrices. 

('recede selon la revendication 19, caracterise en ce que la rpsine est 



une colle epo cy. 



21-06-02 15:25 



De-ICB SA KUh UtS bUKS ( UH ZIU4 HAKIR 



028 21.06.2002 15:2 



10 



15 



20 



-20- 



ABREGE 



MOYEN& DE CONNEXION DESTINES A ETABLIR UNE LIAISON 
electrJque ENTRE UNE CELLULE, NOTAMMENT A CRISTAUX 
LIQUlDEi ET UN CIRCUIT D'ALI MENTATION OU DE COMMANDE 



5 substrate (4, 6 



La pres ente invention concerne une cellule 6Iectro-optique, en particulier une 
cellule cfaffich ige a cristaux liquides (2), ou une cellule photovottaTque 
electrochimiqi 3 comprenant notamment un premier substrat avant (4) transparent et 
un second sutstrat arrfere (6) qui peut Egalement Stre transparent ou non f ces 



optiques, ou 6 
comportant s 



etant rSunis par un cadre de scellement qui dElimite un volume (8) 



pour le confine ment d'une matfere sensible dont les proprietes physiques, notamment 



ectriques sont susceptibles de changer, lesdlts substrate (4, 6) 
leurs faces en regard au moins une electrode (14 g 16), ces Electrodes 
(14, 16) Etant Ijiestin6es a etre reliees a un circuit Electrique d'alimentation ou de 
commande, c« tte cellule (2) etant caracterisEe en ce que le cadre de scellement 
comprend au moins une cloison (12) structuree sur Pun des deux substrate (4, 6) et 
qui dElimite psr sa face latErale interne le volume (8) pour le confinement de la 
matiere senstt le, les substrate (4, 6) etant reunis par un Joint de scellement (30) qui 
occupe au mo ns en partie Finterstice (28) dElimite par lesdits deux substrate (4, 6) et 
la face latErale externe de la cloison (12), et en ce que !es electrodes (14, 16) 
comprennent < les plots de contact (20) realises en une matiere Electriquement 
conductrlce aj portEe sur le prolongement de chaque Electrode (14, 16) a Pendroit oD 
celle-ci emerg 3 de la cloison (12), de fagon a augmenter la surface de la zone laterale 
de contact Ele ;trique par laquelle chaque Electrode (4, 6) de la cellule (2) est reliee au 
circuit Electriq je d'alimentation ou de commande. 



Figure 2 
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